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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de
transistores SOl nMOS, com vistas a aplicagbes
analdgicas. Sdo apresentados dados obtidos através da
caracterizacdo elétrica de transistores com diferentes
comprimentos de canal. Além das curvas de corrente
caracteristicas e parametros elétricos basicos, sdo
discutidos parametros anal6gicos dos transistores SOI.

1. Introducéo

Os transistores MOS sdo fabricados em laminas de
silicio de cerca de 800um de espessura, porém ocupam
apenas uma fina camada superficial da lamina. A
interacdo entre a regido ativa e o restante do substrato
originam uma série de efeitos parasitarios indesejaveis,
tais como elevadas capacitancias de juncédo, e o efeito
tiristor parasitario, que sdo parametros chaves para a
confeccdo de circuitos digitais mais velozes, séo
inerentes a estrutura CMOS [1].

A tecnologia SOI (Silicon-On-Insulator) surgiu
como um caminho alternativo para a tecnologia CMOS
convencional (Bulk MOS) na fabricacdo de circuitos
integrados em elevada escala de integragdo, os ULSI
(Ultra Large Scale Integration). Nesta tecnologia, 0s
dispositivos sdo fabricados em uma camada de silicio,
que é separada do restante do substrato por um isolante.
Esta presenca da camada isolante permite uma isolacéo
dielétrica entre os dispositivos, minimizando, ou até
mesmo suprimindo, efeitos parasitarios decorrentes do
escalamento das dimensdes da tecnologia MOS
convencional [2], o esquema bésico do dispositivo é
mostrado na Figura 1.
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Figura 1 - Perfil transistor SOl nMOSFET.

2. Caracteristicas dos Dispositivos
Os transistores SOl medidos neste trabalho foram
fabricados na Université catholique de Louvain, na
Bélgica e apresenta as seguintes caracteristicas
tecnoldgicas: t=80nm, ty,;=31nm € t4,x,=390nm. Foram
medidos transistores com comprimento de canal (L)

variando entre 0,75um e 10um, com largura (W) de
20pum.

3. Parametros elétricos bésicos
Inicialmente, foram medidas curvas Ips X Vgs, cOM
Vps = 50mV, apresentadas na Figura 2 Pode-se notar o
aumento do nivel de corrente que ocorre com a redugdo
do comprimento de canal.
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Figura 2 - Curvas Ips X Vgs medidas com Vps=50mV

A partir destas curvas, foram extraidos os valores de
tensdo de limiar (V1y) e inclinagdo de sublimiar (S),
apresentados no grafico da Figura 3.

A extracdo da tensdo de limiar foi realizada a partir
da segunda derivada da corrente de dreno em relacéo a
tensdo de porta com baixo Vps.

Observou-se que ao reduzir o comprimento de canal
L, é necessario maior variacao de tensdo de porta, para o
aumento de uma década de corrente proximo, além
disso, nota-se uma diminui¢do da tensdo Vqy, efeito
decorrente da caracteristica de canal curto [3].
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Figura 3 - Inclinacédo de sublimiar e tensbes de limiar.

4. Parametros Analogicos
Com o objetivo de avaliar as caracteristicas
analégicas dos transistores, foram medidas as curvas
IDS x VDS para varios niveis de tensdo Vgs. Na Figura
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4 sdo apresentadas as curvas dos transistores com
L=0,75 e 10pm, com Vgr=Vgs-Vp=200mV, devido a
diferenca de caracteristicas de conducdo, tais como V14
menor, maiores transcondutancias de porta e dreno e
maior inclinacdo de sublimiar, no caso do menor L.

Notou-se com os resultados como o efeito Early se
torna  mais acentuado com a diminuicdo do
comprimento de canal L.

1100

1000 |60
9004
800 50
|3 _
g e ——— W' =
S 6004 Ve Z
S 500 p Lo &
- / @
é 4004 j/ ~ S . 3
% awd [T - = 3
/.
oo L
100 J/
T T = T T T T 0
0,0 0.5 1.0 15 20 25 30
VostV)
Figura 4 - Gréfico Ips X Vps para 10 e 0,75um com
VGT=200mV.

Elaborou-se também um estudo sobre propriedades
analdgicas dos componentes. Foram extraidas as curvas
de transcondutancia (g,) € condutancia de dreno
(gp),apresentadas nas Figura 4 e 6. Notou-se que
conforme o comprimento de canal diminui ambas as
transcondutancias aumentam, porém gp apresenta um
crescimento mais acentuado. Este aumento prejudica o
ganho de tensdo (Ay=0w/gp), conforme mostrado na
Figura 6, que apresenta os valores de Ay x L extraidos
com VD5:1,5V € VGTZZOOmV.
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Figura 4 - Transcondutancia medida com Vps=1,5V.
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Figura 5 - Condutancia de dreno medida com
Ver=200mV.
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Figura 6 - Ganho de tensdo Ay medido com Vps=1,5V e
VGTZZOOmV.

5. Conclusdes

Os resultados apresentados mostram que conforme o
comprimento de canal L do transistor diminui, mais se
torna acentuado o efeito Early, este pode ser
responsavel por elevar o nivel de corrente grandemente
na regido de saturacdo. Notou-se também a diminuigéo
do Vgs hecessario para que o transistor entrasse em
condug&o.
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